DENEY 1
SAYISAL iSARET VE GEGIS SURELERININ OLCULMESI

KAYNAKLAR

Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Hodges and Jackson, sayfa 6-7
Experiments in Microprocessors and Digital Systems, Douglas V.Hall, sayfa 1-4

AMAGCLAR

Laboratuar ¢alismasini tamamladiginizda asagidaki bilgi ve becerileri kazanacaksiniz:

1. Acik, goriilebilir, kararl bir sayisal isaret elde edebilmek osiloskobu ayarlayi.
2. Sayisal isaretin zamanlarini osiloskopla dlgmeyi.

AYGITLAR

1 Tetiklemeli ve taramali laboratuar osiloskobu.
2 osiloskop probu.
1 Isaret tireteci.

MALZEMELER
Yok

ISLEMLER

1. Isaret iireteci ¢ikisinda 1kHz kare dalga bigimi elde etmek {izere ayarlayiniz.

2. Osiloskobu girisini 1V/div i¢in ayarlayiniz.

3. Isaret iiretecinin genlik kontroliinii, 5V tepeden tepeye kare dalga bigimi {iretmesi igin
osiloskopta dlcerek ayarlayiniz.

4. Osiloskop girisini GND olarak anahtarlayiiz, ve dikey konum kontroliinii kullanarak izi

tabandaki yatay ¢izgiye getiriniz. (kontrol ayarini bu konumda tutarak tabandaki yatay

¢izginin OV dc referans olmasini saglayimniz.)

Osiloskobu dc aktarma moduna anahtarlayiniz.

Simdi isaret {iretecinin offset (dc kaydirma) kontroliinii, kare dalga bi¢giminin tabandaki

yatay ¢izgi iizerine yerlesene dek ayarlaymiz. Dalga bigiminin iist bolimii taban

cizgisinden 5 bélme tistiinde olmalidir. (Not: aktarmayr GND konumuna
anahtarladiginizda yatay iz tabandaki 0 V referansi olan dlgek ¢izgisi iizerine
gelmelidir.)

7. Uretecin, ayarlanabilir isaret simetri kontrolii varsa, bununla 1kHz isareti toplam
periyodun % 20 si kadar darbe genisligi (duty cycle) elde etmek {izere ayarlayiniz.
(isaretin darbe genisliginin yiizdesi, isaret yliksek seviyesini siiresi W nin toplam peryod
siiresine boliimiiniin 100 ile ¢garpimina esittir, ya da W/T x 100.)

A
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Sekil 1.1 Sayisal isaretin gecis ve gecikme siirelerinin tanimlari
8. Sekil 1.1 1 dikkatlice inceleyiniz ve osiloskop sayisal isaretin tg, tr, PW, and tcyc
stirelerini Ol¢iip kaydediniz ve ¢iziniz. (NOT: tp, tg, tr siirelerini daha dogru 6l¢ebilmek

icin osiloskobun yatay biiyiitme (magnification) 6zelligini kullaniniz.)

9. 8. islemi, 10kHz, 100kHz and 1MHz frekanslari i¢in yineleyiniz.
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DENEY 2
TRANSISTORLU EVIRICI

KAYNAKLAR
Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Hodges and Jackson, sayfa 187-232.

AMAGCLAR

Laboratuar ¢alismasini tamamladiginizda asagidaki bilgi ve becerileri kazanacaksiniz:

Basit bir transistorlu evirici devre kurmayi.

Evirici devrenin ¢esitli gerilimleri 6lgmeyi.

Evirici devrenin statik gegis egrisini ¢cizmeyi.

Statik gegis egrisini kullanarak Vi, Vi, Von, VoL, Nur, ve Nyn degerlerini
belirlemeyi.

Deneysel sonuglarindan yararlanarak eviricinin ¢ikis yelpaze sayisini hesaplamay.

6. Maksimum ytik ile simiile edilmis evirici devrenin ¢esitli gerilim ve gecikme siirelerini
olgmeyi.

B

i

AYGITLAR

Osiloskop, isaret lireteci, dc voltmetre, dc milli ampermetre ve 5V besleme kaynagi.

MALZEMELER
2 2N 2222 transistor, 1 10k direng, 2 1k direng

ISLEMLER

1. Sekil 1.1 deki devreyi kurunuz ancak baslangicta Vo, deki yiikii baglamaymiz. Vi1, 0 V
tan baslayarak ve 0.05 V adimlarla artirarak her bir giris gerilimi degerine karsilik gelen
Vo gerilimini 6l¢iiniiz ve Tablo 2.1 e kaydediniz

+5v

RB1 10k
Vil o+
0- SVJ_:
l
{

Sekil 2.1 Transistorlu evirici

ELT 326 SAYISAL ELEKTRONIK LABORATUARI OGR. GOR. FERDI BOYNAK 3



Vi1 (volt) Voi(volt) Vi1 (volt) Voi(volt) Vi (volt) Voi(volt)

0 0.75 1.5
0.05 0.8 1.55
0.1 0.85 1.6
0.15 0.9 1.65
0.2 0.95 1.7
0.25 1 1.75
0.3 1.05 1.8
0.35 1.1 1.85
0.4 1.15 1.9
0.45 1.2 1.95
0.5 1.25 2.0
0.55 1.3 2.05
0.6 1.35 2.1
0.65 1.4 2.15
0.7 1.45 2.2

Tablo 2.1 Vi e gore Vo,

2. Vp e gore Vo indegisimini ¢iziniz ve buradan Vop, Vor, Vi, Nma ve Ny degerlerini
belirleyip devrenin ¢ikis yelpazesi sayisini hesaplayiniz.

vout,V
A
5 —]
4 -
3 ]
2
1 p—
>
| | | | | vin,V
1 2 3 4 5
Vi, = Viu= Vou= . VoL=
Nmu = Vou -V = NmL = Vi - VoL =
Cikas Vce-Vesay  Rs
Yelpaze |N< Br - =
Sayis1 Vee-Vcggan Rc
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3. Evirici devrenin ¢ikigina Sekil 2.1 deki gibi bir evirici baglaymiz ve Vi1, Voi, Vi2, Vo2
gerilimlerini ve Sekil 2.2 de belirtilen stireleri dl¢iiniiz ve ¢ikis isaretlerini giris isaretine
gore ¢iziniz.

5V

V [&——5pus ——

_0V |
g{tdl paiip: g<1lsl—><—'[r1 >
Voui : 5
Voi
Vori
<—ts2—><—tr2—> Vom <—td2 —N—tﬂ —>
Voo

Vorz

Sekil 2.2 Gegig ve gecikme siireleri tanimlart

ELT 326 SAYISAL ELEKTRONIK LABORATUARI OGR. GOR. FERDI BOYNAK 5



DENEY 3

TTL 74LS AILESi OZELLIKLERI

KAYNAKLAR

Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Hodges and Jackson, pages 241-246
Experiments in Microprocessors and Digital Systems, Douglas V.Hall, sayfa 5-9

AMAGCLAR

Laboratuar ¢aligmasini tamamladiginizda agagidaki bilgi ve becerileri kazanacaksiniz:

1.

SN Sl

TTL katalogundan yararlanarak TTL LS kapisinin girig-¢ikis elektriksel 6zellikleri,
cikis yelpaze sayisi ve giiriiltii sinirlarini belirlemeyi.

TTL LS kapisinin tipik ¢ikis gerilim ve girisi 0 ve 1 yapan akim seviyelerinin 6lgmeyi.
Simule yiik altinda tipik ¢ikis diisiik seviye gerilim diizeyini 6l¢gmeyi.

TTL LS NAND kapisinin statik geg¢is egsini ¢izmeyi.

Osiloskobu x-y modunu kullanarak TTL LS eviricinin dinamik gegis egrisini ¢izmeyi.
Gegis egrisinden yaralanarak TTL LS eviricinin giris esik gerilimini, Vigmin, ViLmax, V€
giiriiltii sinirlarini belirlemeyi.

AYGITLAR

Osiloskop, isaret iireteci, dc voltmetre, dc milliampermetre ve 5V besleme kaynagi.

MALZEMELER
1 74LS00 TTL IC NAND kapz, 2 Si diyot, 1 100 2 and 1 1kQ direng.

ISLEMLER

1.

TTL katalogundan 74LS00 kapisinin veri sayfalarint okuyarak asagidaki bilgileri
bulunuz ve yaziniz.

Bilesenin lojik devresi ve u¢ numaralari.

Onerilen Vg, ¢alistirma gerilimi.

En diisiik giris yliksek seviye gerilimi Viy ve en fazla giris diisiik seviye gerilimi V.
Tipik ¢ikis yiiksek seviye gerilimi Von ve tipik ¢ikis diislik seviye gerilimi Vor.
Giris yiiksek ve diisiik seviye akimlar Iy ve Iy,

En fazla ¢ikis yliksek seviye akimi Ioy ve ¢ikis diisiik seviye akimi Ioy.

RNEREEE

Sekil 3.1 deki kurunuz.. Girigsine 100 Hz 5V tepe siniis bi¢imli isaret uygulaymiz ve
osiloskopun yatay ve dikey kanallarini1 6l¢eklendiriniz.

Devrenin gerilim gecis egrisini (VTC) 6zenle ¢iziniz, tlim asimptotik gerilim ve
kirilmalar isaretleyiniz. Bunu :

(a) Cikis yelpazesi = 1 icin, sekil 3.1(a) devresiyle,

(b) Cikis yelpazesi = 10 i¢in , sekil 3.1(b) devresiyle,

yapiniz.
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4. Cikis yelpazesinin her iki degeri icin giriiltii sinirlar, Ny ve Ny degerlerini yaziniz?

+5v

Veo=5V R2

Tk
(f Sid
U1B

1A ‘ 4 {b) Fan-out = 10
1 5]
B, 7400
1T
d
\—17 Y

{a) Fan-out = 1

Sekil 3.1

5. Viy -0.5 V dan +5 V’a adim adim artirildiginda buna gore I;;” in degerlerini dl¢iip
kaydediniz ve ¢iziniz.

VCS
+ 5 +5y @]
o]
1k
1 4 1oL
o 7400 2 a0 O
vin O @ : 2
e (a) (b)
Sekil 3.2

6. Vcs, -5V’ tan +15V’ a adim adim artirildiginda buna gore Ior’in degerlerini 6l¢iip

kaydediniz ve ¢iziniz.
7. Ozellikle giris ve ¢ikis gerilimleri negatif degerlerindeyken bu egrilerin egimlerini

yorumlayiniz.
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DENEY 4

CMOS 74HC AILESI OZELLIKLERI

AMAGLAR

Laboratuar ¢aligmasini tamamladiginizda agagidaki bilgi ve becerileri kazanacaksiniz:

e

SNk

CMOS bilesenlerle calisirken nelere dikkat edilmesi gerektigini.

CMOS katalogundan yararlanarak CMOS kapisinin girig-¢ikis elektriksel 6zellikleri,
cikis yelpaze sayis1 ve giiriiltii sinirlarini belirlemeyi.

CMOS NAND kapisinin statik gegis egsini ¢izmeyi.

Osiloskobun x-y morunu kullanarak CMOS eviricinin dinamik ge¢is egrisini ¢izmek.

CMOS kapilarda frekans ve giic tiikketimi iligkisini gdzlemlemeyi.

CMOS kapilarda yiiksek frekans ve yiik altinda Vpp besleme gerilimi iizerinde olusan
istenmeyen gerilim olusumunu gézlemlemeyi.

AYGITLAR

Osiloskop, isaret iireteci, dc voltmetre, dc milli ampermetre ve 5V besleme kaynagi.

MALZEMELER
1 74HC00 CMOS IC NAND kapi, 1 Si diyot, 1 100 Q direng, 1 47pF ve 1 100nF kapasitor.

ISLEMLER

1.

MOS ve CMOS bilesenleri kullanirken dikkat edilmesi gereken kimi noktalar vardir.
Bu nedenle bu laboratuar ¢alismasina baslamadan 6nce ders kitabinizdan konuyu
arastirmaniz gerekmektedir. Asagida CMOS bilesenlerle calisirken gozetilmesi gerekli
kimi noktalar verilmistir.

B MOS ve CMOS bilesenler olan bir devrede girise isaret uygulamadan dnce devrenin
dc beslemesini baglaymniz.

Dc beslemeyi kesmeden Once giristeki isareti uzaklastirilmalidir.

MOS ailelerde girisler hi¢gbir zaman agik birakilmamalidir.

Giris isareti, en diisiikk Vi seviyesini hi¢cbir zaman asmamalidir. Bu deneydeki
CMOS bileseni i¢in, ViL=Vgs (ya da ortak /sase) ve Viu = Vpp (bu deney igin + 5V)

BEEE

Katalogdan 74HCO00 kapisinin veri sayfalarini okuyarak asagidaki bilgileri bulunuz ve
yaziniz.

1 Bilesenin lojik devresi ve u¢ numaralari.

B Onerilen V¢, ¢alistirma gerilimi.

b En diisiik giris yiiksek seviye gerilimi Vi ve en fazla giris diisiik seviye gerilimi V..
B Tipik ¢ikis yiiksek seviye gerilimi Voy ve tipik ¢ikis diisiik seviye gerilimi Vor.
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M Giris yiiksek ve diisiik seviye akimlari Ijy ve I
b En fazla cikis yiiksek seviye akimi Ioy ve ¢ikis diisiik seviye akimi Iop

Sekil 4.1 deki devreyi kurunuz ve girisine 100 Hz 5V tepe degerli siniis bi¢imli igaret
uygulayiniz ve osiloskobun yatay ve dikey kanallarin1 6l¢eklendiriniz.

+5v
Q

| T

Yee=5Y - C1 L C2

IOOn f?p

uiB =

S 4 (b} Farrout = 10
1 &
74HCOO =
si 74HC00 | 5
5 v b
0 S Lﬁ | |
100Hz L

(a) Fan-out = 1

Sekil 4.1

3. Devrenin gerilim ge¢is egrisini (VTC) 6zenle ¢iziniz, tiim asimptotik gerilim ve
kirilmalar1 isaretleyiniz. Bunu asagida durumlar i¢in yapiniz:
(a) Cikis yelpazesi = 1 i¢in , sekil 4.1(a) devresiyle,
(b) Cikis yelpazesi = 10 i¢in , sekil 4.1(b) devresiyle (100 nF kapasitorii tiimlesik devreye
olabildigince yakin baglayiniz) ,

4. Giic tiiketimi ile frekans arasindaki iliskiyi ortaya ¢ikarabilmek icin Sekil 4.2 deki
devreyi kurunuz ve girigse 5 V kare bicimli isaret uygulayiniz. Vpp ve tlimlesik devrenin
Vpp ucu arasina seri bir mili ampermetre baglayimiz ve besleme akimin 6l¢iip kaydediniz.
100nF bypass kapasitoriinii tiimlesik devrenin olabildigince yakininda baglayimiz.

c1 100n
F

= oD

1
3
5v o 2 CQ_—LlTp
VES I
Sekil 4.2

5. Kapmin ¢ektigi akimlari her bir frekans degeri i¢in 6l¢iip kaydediniz .

Frekans 100 Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz
Besleme akimi

Tablo 4.1
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a

Giig tliketimi tablosunu inceleyiniz. Frekans artik¢a gii¢ tiiketimi ne olmaktadir? Nigin?

7. 1 MHz. Isaret girisinde 50 pF yiik (¢ikis yelpazesi sayis1 = 10) kapasitoriinii
uzaklastiriniz ve bunun besleme gerilimi tizerindeki etkisini gézlemleyiniz. Yiikiin Vpp
ye etkisini agiklayimiz.

8. Girise 1 MHz kare bi¢imli isaret uygulayarak, 50 pF yiik kapasitoriinii ¢ikisa tekrar
baglayiniz ve osiloskobu ac aktarma moduna anahtarlayip, tiimlesik devrenin Vpp ucunu
izleyiniz.

9. Tiimlesik devrenin Vpp gerilimini osiloskop ile izlerken, 100nF bypass kapasitoriinii

uzaklastirmiz ve Vpp iizerinde beliren istenmeyen isareti 6l¢iip kaydediniz. Istenmeyen

isaretin nedenini agiklayiniz.
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